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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月31日(2011.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板またはＳＯＩ基板を用いて形成された半導体素子を有する基板を有し
、
　前記基板の片面または両面に、表面処理が施された糸束の繊維体に有機樹脂が含浸され
た構造体が設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記構造体を介して前記基板に保護フィルムが設けられていること
を特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記保護フィルムは、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリエステル
系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエチレン系樹脂、アラミド系樹脂、ポリパラフェニレン
ベンゾビスオキサゾール樹脂、またはガラス樹脂で形成されていることを特徴とする半導
体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、前記繊維体は、ポリビニルアルコール系繊維
、ポリエステル系繊維、ポリアミド系繊維、ポリエチレン系繊維、アラミド系繊維、ポリ
パラフェニレンベンゾビスオキサゾール繊維、ガラス繊維、または炭素繊維で形成されて
いることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、前記有機樹脂は、エポキシ樹脂、不飽和ポリエ
ステル樹脂、ポリイミド樹脂、ビスマレイミドトリアジン樹脂、またはシアネート樹脂で
あることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一において、前記有機樹脂は、ポリフェニレンオキシド樹脂
、ポリエーテルイミド樹脂、またはフッ素樹脂であることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、前記基板と前記構造体との間に、前記半導体素
子に電気的に接続するアンテナが設けられていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至６のいずれか一において、前記半導体素子は、ＭＯＳトランジスタ、不揮
発性記憶素子、またはダイオードの一つ以上であることを特徴とする半導体装置。
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